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Die fofgendeti Angaben alnd den vom 

® Selektives Aufbringen von Polymerfilmen 

© Verfah ran zum aelektivon Aufbringen von als Loaung 
handhabbaren Filmen fur die Erzeugung eines gemuster- 
ten Films Insbesondere auf dem Geblet von Integrierten 
elektronfschen und optoelektronischen EInrlchtungen. 
Ein als Losung handhabbares organfsches Material wfrd 
selektfv aufgebracht, Indem dieses Material durch alne 
langgeatreckte Bohrung von elnam In Verblndung mft el- 
nem VorratsbehSlter dfeses Materials stehenden entf em- 
ten Ende zu ef nam dfatalen Ende nahe efnem Subatrat fOr 
die Aufnahme dieses Materials zugefflhrt wfrd r wobel die 
Zufflhrung des Materials derart gastauert wfrd, daS infol- 
ge des Kontakts zwischen dem Material und dem Substrat 
das distale Ende unter der WTrkung der Schwerkraft oder 
der Benetzungss pa nnung oder elner Kombinatfon dersel- 
ben variant 
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Die Erfiodung betriffl ein Verf ahren zum selektivc Auf- 
bringen von als Losung handhabbaren Hlmen zur Erzeu- 
gung eines gemusterten Films insbesondare auf dem Gebiet 
von integrierten elektronischen und orrtrjelektamaschen Bin- 
richtungen. 

Viele integrieite elektrcoische Einrichtungcn erfbrdern 
das Mustern einer odor mehrerer dfinner Schichten, die in 
diesen Einrichtungen nrit verschiedenen Aufldsungswerten 
verwendet werden. Dies ist der Fall fur organische elektro- 
cdsche und opto-clektionischc Einrichtungen, das sind Ein- 
richtungen, die wenigstens eine elektdsch aktive oder opto- 
elektrisch aktive organische Schicht enthalten, Solche Ein- 
richtungen umfasscn gemusterte und/oder mehrfarbige or- 
ganische Uchtenrittierende Einrichtungen (OLEDs) und ins- 
besoodere solche, die lichtenrittierende Polymere enthalten 
(LEPs), Solche organischen Schichten k&men organische 
Leiter sein, wie ieitende Polymere (Polyamlin, Polyethylen- 
dioxythiophen und andere Polythiophene, Polypyrrol und 
dergL und ihre dotierten Farmen) oder fluoreszierende orga- 
nische Verbindungen und konjugierte Polymere, wie Alq3, 
Polyphenylenc und Derivate, Polyfluorene und Derivate, 
Polythiophene und Derivate, Polypheny lenviny lenc und De- 
rivate, Polymere, die heteroaromansche Ringe enthalten, 
und dergL oder allgemein konjugierte Verbindungen (Mole- 
kule und Polymere), die LadungstragertiBnsport aufrechter- 
halten kdnnen, oder organische Halbleiter. 

OLEDs, wie sie in der US-Patenlschrift Nr. 5 247 190 
oder in der US-Patentschrift Nr. 4 539 507 besdirieben sind, 
auf deren Tnhalt hier Bezug genornmen wird, sind Displays 
in Form von ebenen Flatten, die eteknxxrisch aktive dunnc 
organische Schichten enthalten, wie oben erwflhnt In 
US 5 247 190 1st die aktive orgamscbe Schicht ein lichte- 
mittierendes halbleitendes konjugiertes Polymer und in 
US 4 539 507 ist die aktive orgamscbe Schicht ein lichte- 
mimerender sublimierter Molekularfilm, Diese Displays 
enthalten erste und zweite Elektroden, die in der Lage sind, 
Ladungstrager entgegengesetzter Art in eine lichtemittic- 
rende Schicht zu injizieren. Wenn ein elektrisches Feld zwi- 
schen den Elektroden angelegt wird, werden Ladungstrager 
entgegengesetzter Art in die lichtemittierende Schicht inji- 
ziert, wo sie rekombinieren und dama strahlend zerf alien, 
um Ldcht zu emittieren. Die WcUenlSngc des emitricrten 
Lichts karm dutch geeignete Vfahl der liehtennttierenden 
Polymerschicht eingestellt werden, um daduich die Faroe 
zuverandern, die emittiert wird Andere Schichten konnen 
eingeschlossen werden, bei spiels weise ist es moglich, eine 
Ladungstransportscrricht zwischen einer oder bedden Elek- 
troden und der Hchtemitneienden Schicht einzuschliefien, 
um die Injckuon vco LadungstrSgern von den Elektroden in 
die hchtemittierende Schicht zu unterstQtzen. 

Alternativ kdnnen mehr als eine lichtermm'erende Schicht 
eingebracht werden, um eine andere Art der Steuerung der 
Faroe der emitnerten Strahlung zu erzeugen. Solche Dis- 
plays werden im einzelnen in den oben genannten US-Pa- 
tentschrift en beschrieben und werden daher hier nicht mehr 
im Detail beschrieben. 

Andere organische optische, elektronische und optoelek- 
tronische Einrichtungen sind gemusterte Farbfilter fur LCD- 
Displays, gemusterte Huoreszenzfilme, Fotoctioden und fo- 
tovoltaische Zellen, DunnscMcht-TVansistoren, Dioden, 
Trioden, Optokoppler, Bildverstarker und dergL und ver- 
scm'edene Kombinationen dieser Einrichtungen in integrier- 
ten elektronischen Schaltungen. 

Hohes LeistungsvexmSgen von optischen, elektronischen 
und optoelektronischen Einrichtungen, die solche aktiven 
organischen Schichten enthalten, erfordert eine groBe Sorg- 



falt beam Aufbringen und Verarbeiten der organischen 
Schichten. Wenn "Kompromisse" bei der Verarbeitung und 
Aufbringung dieser Schichten gemacht werden, verschlecb- 
tert sich oft das Leistungsvermogen der Emrichtung. Solche 
5 ''Kompronrisse" sind jedoch oftmals erforderlich, beaspiels- 
weise bei der Herstellung von Einrichtungen, in denen eine 
oder mehrere aktive organische Schichten als Muster aufge- 
bracht werden rnusscn, bedspielsweise zur Herstellung einer 
mehrfarbigen rot-griinblau (RGB)-LEB-Einrichtung. 
10 Vsrschiedene Musterungsverfahren sind untersucht und 
entwickelt worden, um gemusterte organische Dunrmlrnein- 
richtungen herzustellen, von denen die meisten in ihrer An- 
wendbarkeit sehr begrenzt sind und/oder Nachteile in dem 
Sinn aufweisen, dafi die Lekhmgsfanigkeit dieser Einrich- 
15 tungen schlechter ist als diejenige von ungemustcrten ent- 
sprechenden Einrichtungen. Diese Musterungsverfahren 
umfassen das Aufclampfen durch T-nrhTngd^n oder unter 
spezinschen Winkeln und Verwendung von Separatoren auf 
den Substraten der Emrichtung, was beddes fur gemusterte 
20 Einrichtungen unter Verwendung von sublirnierten organi- 
schen Hlmen angewendet wird. Diese \ferf ahren haben je- 
doch Emschrankungen hinsichtlich GroBe und/oder Auflti- 
sung und sind nicht wirklich fur als Losung handhabbare 
Materialien, wie konjugierte Polymere, anwendban Ver- 
25 schiedene fotoUthogransche Musterungsverfahren kdnnen 
grundsStzlich zum Mustern von organischen Hlmen ange- 
wendet werden, aber dies fuhrt oft zu einer Yerunreinigung 
der Trennflachen und einer Verschlechterung der Leistungs- 
rahigkeit der Emrichtung. In vielen Fallen sind die Verfah- 
30 ren (UV-Licht, Brenn- oder TVockenschiitie und dergL) mid 
die Chemikalien (Fotoresiste, Atz- und Entwicklungslosun- 
gen, Losungsnrittel und dergL), die bei hthografischen Yer- 
fahren angewendet werden, mit aktiven organischen Schich- 
ten nur gerade vertraglich, wenn ilberhaupt All diese Afer- 
35 fahren bedingen zusatzliche Verarbeitungsschritte und infol- 
gedessen Kosten. 

Als Alternative zum Aufbringen von Materialien, die als 
Losung handhabbar sind, wurde Tlntenstrahldruck fur die 
Herstellung von Einrichtungen mit Mustern hoher Auflo- 
40 sung untersucht. Obwohl Tir^nstrahldruck ein sehr attrakti- 
ves Verfahren zur Herstellung von gemusterten Einrichtun- 
gen ist, da es direkt die Muster auf das Substrat "schreibt", 
ohne dafi zusaTzliche nachfolgende Musterungsschritte er- 
forderlich sind, ergibt er auch Einschrfinkungen fur das Ver- 
45 fahren: die mit Untenstrahl gedruckten Losungen, welche 
das bzw. die aktive(n) organische(n) Material(ien) enthalten, 
mussen einen Bereich von Erfordernissen erfOllen, der sich 
auf die VlskositSt der Losung, die Konzentration und/oder 
die Benetzungseigenschaften des IlntenstraW-Druckkopfes 
SO beziehen. Bei diesem \ferfahren wurde auch untersucht, Ein- 
richtungen mit hoher Auflosung mit den geeignet hochauflO- 
senden Druckkcpfen zu mustern, und daher mussen die Tin- 
tenstrahl-'lr5pfchengr5Ben ziernlich klein sein, was Auswir- 
kungen auf den Durchsatz hat Wenn daher grdfiere Displays 
SS (oder andere Einrichtungen) mit grdfieren Pixels oder *Ab- 
standsbereichen" hergestellt werden sollen, beispielsweise 
uber 50 um oder sogar Qber einige 100 um, fur die jedoch 
die Auflosungsanfoiderungen nicht sehr hoch sein konnen, 
sinkt die Attraktion des hochaufldsenden Tintenstrahl- 
60 drucks. 

Es ist ein Ziel der Erfindung, ein Muster- und Aufbring- 
verf ahren fur als Losung handhabbare Materialien zu schaf- 
fen, die als aktive dfinne Rime in optischen, elektronischen 
und optoelektronischen Einrichtungen vcrwenden, welches 
« die obigen Nachteile verdrangt oder beseitigt 

GemflB einem Aspekt schaffi die voriiegende Erfindung 
ein Verfahren zum selektiven Aufbringen eines als L6sung 
handhabbaren organischen Materials durch Aufbringen des 
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Materials durch eine langgestreckte Bobning von einem in 
Verbindung mit einem Vorratsbeh&lter dieses Materials ste- 
henden entferntea Bnde zu einem distalen Ende nahe einem 
Substrat zur Aumahme dieses Materials, wobei die ZufUh- 
nmg des Materials so gesteuert wird, daBes das distale Ende 
unter der Wirkung der Schwerkraft oder der Benetzungs- 
spannung oder einer Kombinarion dersclben infblge des 
Kontakts zwischen diesem Material und dem Substrat ver- 
Wl 

Die Benetzungsspannung kommt ins Spiel, wenn ein 
Tropfchen des Materials in Kontakt mit dem Substrat ge- 
bracht wird, wShrend es noch am distalen Ende der Bohrung 
"festhangt". Bs veranlaBt das Substrat, das Trdpfchen vom 
distalen Bode der Bohrung "abzuziehen". Die Benetzungs- 
spannung ist durch die ObcrflachenspannungsqualitSten des 
Materials in Verbindung initaer Form des Tropf chens beim 
Verlassen des distalen Endes der Bohrung, dem Becetzungs- 
winkel des Trdpfchens mit dem Substrat, die Kapilkikrfifte 
aus der Bohrung und dem Druck aus dem VbrratsbeMlter zu 
steuenL Die Verwendung der Benetzungsspannung ermog- 
licht einen kontrollieibareren und statischen Aufbringvar- 
gung. Fur groBe Aufbrmgfliichen ist es jedoch auch mtiglich, 
daB die vorherrschende Kraft die Schwerkraft ist, d. h., dafi 
das Tropfchen das distale Bnde der Bohrung vor der Kon- 
takmeratellung mit dem Substrat yerigflt 

Die tJbertragungsgeschwindigkeit und -menge des durch 
die langgestreckte Bohrung zugefDhrten Materials wird vor- 
zugsweise durch Auswahl einer Kombinarion von Parame- 
tem einschliefilich der Querschrnttsflache der Bohrung, des 
Abstandes vom Substrat und der Zeit und des vom \brrats- 
behSlter ausgeubten Drucks gesteuert 

GemSS einem weiteren Aspekt schaflt die Erfindung ein 
Ifertahren zum Herstellen einer optischen, elektronischen 
oder optoebktronischen Einrichmng, die die Schritte um- 
faBf 



langgestreckten Bohrung in \feibindung stent, wobei die 
Oftnungen eine Verbindung der Bohrungen mit dem Vor- 
ratsbehalter ermfiglichen. 
Fur die Verwendung verschiedener Materialien, z. B. un- 
5 terschiedlicher Farben, kann mehr als eine Bohrung vorge- 
sehen werden, 

Eine mehrrarbige lichtemittierende Einrichtung kann drei 
langgestreckte Bohrungen in Verbindung mil jeweils unter- 
schiedlkhen \brratsbehflllern zur Zufunrung von unter- 

10 sc h iedlkhen Materialien zu vorbestimmten Bereichen des 
Substrate umfassen, wobei die unterschiedlichen Materia- 
lien lichtemittierende organische Materialien sind, die Licht 
von unterschiedlichen WelleolMngen ermttieren konnen. 
Das Substrat kann ein vorgeformtes Muster von Trenn- 

ts material (eine sogenannte "Bank") zurBildung \roi^timm- 
ter Bereiche tragen, in denen das selektive Aufbringen statt- 
flnden soli. Um eine optische, optoeleklromsche oder elek- 
trorrischB Einrichtung herzustellen kann ein Blektrodenma- 
terial in den vorbestimmten Bereichen vor dem selektiven 

20 Aufbringen aufgebracht women sein. 

Die Steuerung der Trtipfchenausgabe aus den Bohrungen 
kann unter Anwendung edner Anzahl von Faktoren, insbe- 
sonderc der folgenden, erfolgen: 



25 



(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbestinmuen 
Musters von Irennmaterial zur Burning von vorbe- 
stimmten Bereichen fur das darauffolgende Aufbrin- 
gen eines als Losung handhabbaren Materials; 

(b) Aufbringen eines als LBsung handhabbaren Mate- 
rials in den varbertimtnten Bereichen durch ZufDhren 
des Materials von einem in Verbindung mit einem Vbr- 
ratsbchSher dieses Materials stehenden entfernten 
Ende einer langgestreckten Bohrung zu einem distalen 
Ende dieser Bohrung nahe den vorbestimmten Berei- 
chen, 

wobei die Zufunrung des Materials derart gesteuert 
wird, daB es das distale Ende unter der Wirkung der 
Schwerkraft oder der Benetzungsspannung oder einer 
Kombinarion dieser bciden mittels des Kontakts zwi- 
schen dem Material und dem Substrat veriafit; und 

(c) Durchfuhrung eines TYocknungsschrittes. 

Bei einer Ausfuhrungsform steht die wenigstens eine 
Bohrung in Verbindung mit dem Vorratsbehalter Qber einen 
flexiblen Schlauch, um eine Bewegung der Bohrung bezOg- 
lich des Substrata zu ermoglichen, so dafi eine selektive 
Aufbringung in vorbestimmten Bereichen des Substrats er- 
mdglicht wird. Bei einer anderen Ausfimrungsform bildet 
die langgestreckte Bohrung einen Teil einer Bohrungsanord- 
nung, die den VbrratsbehMlter emschlieflt und beztfglich des 
Substrats beweglich ist Bed einer weiteren Ausfuhrungs- 
form ist das Substrat beztlglich der wenigstens einen langge- 
streckten Bohrung beweglich gelagert 

Die Bohrungsanordnung kann aus edner Anardnung in 
Form einer Platte bestehen, die eine Anzahl von Offiiungen 
besitzt, deren jede mit einer cntsprechcndcn vorstehenden 



(i) Quersc hnit ts fl ft c he der Bohrung, vorzugsweise im 
Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm* und/oder vorzugs- 
weise kreisfornrig mit einem Durchmesser von mehr 
als 50 um und vorzugsweise mehr als 200 um; 

(ii) der Abstand zwischen dem Substrat und dem dista- 
30 len Ende der langgestreckten Bohrung, vorzugsweise 

weniger als 10 mm, vorzugsweise noch weniger als 
5 mm und noch besser weniger als 1 mm; 

(iii) Obertragurjgsgeschwindigkeit des Materials 
durch die Bohrung, vorzugsweise weniger als 3 m/s 

35 und vorzugsweise noch weniger als 1 m/s; 

(iv) FixelausbrdtungsfLachen, die von irgendeiner 
zweckmflBigen Form sein kdnnen, z.B. quadratisch, 
rechteckig oder krasfarrrrig, und welche vorzugsweise 
einen grdSten Durchmesser von mehr als 50 um, mog- 

*o hcherweise mehr als 100 um besitzen, jedoch vorzugs- 
weise weniger als 3 mm und vorzugsweise noch kled- 
ner als 1 mm, Der bevorzugte Bereich der Ausbrei- 
tungsflachen, fur den die Erfindung besonders braucb- 
bar ist, betragt 250 um 2 bis 9 mm 2 . 

45 

Dieses Verfahren ist insbesondere anwendbar filr die Her- 
stellung einer u'entemitdeasenden Einrichtung, in welcher die 
Anzahl von Etetorodenbcreichen Anodenbereiche sind, und 
bei der das Verfahren einen weiteren Schritt der Aufbrin- 
50 gung einer Karhodenschicht nach dem TYocknungsschritl 
umfafiL Das als Losung handhabbare Material ist in diesem 
7AiHarnmenha n g ein h'chtenn^erendes organisches Material, 
wie ein geeignetes Polymer: 
So bezieht sich die voriiegende Erfmdung allgemein auf 
SS das Mustern von als Lflsung handhabbaren Materialien in 
optischen/ekktrcmis^ Hnrichtun- 
gen, insbesondere, jedoch nicht ausschliefilich fur LEP-Ma- 
terialien, bei Anwendung ernes neuen Auroringverfahrens, 
das insbesondere fOr die Herstellung von gemusterten Ein- 
» richtungen mit grofien "Ausbreitungsbereichen" brauchbar 
ist, vorzugsweise Obcr 50 um und insbesondere Ober 
100 um. Das Aferfahren erlaubt eine Herstellung mit hohem 
Durchsatz und medrigeo Kosten. Bed der bevoraigten Aus- 
funrungsfbrm wird das Auroring verfahren in verbindung 
65 mit Substraten angewendet, die eine Bank von Trennberei- 
chen a ufweisen, die zwischen sich Wannen bilden, in die das 
verarbeitbare Material aus einer oder mehreren Ancndnun- 
gen von Pipetten getropft wird Das Trppfen des als Lfisung 
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handhabbaren Materials kann van Hand oder automatisch 
gesteum werden. 

Das Aufbringen des als Losung handhabbaren Materials, 
insbesoodcre organischor Substanzen, z. B. Folymeien, aus 
Pipetten ist ein langsameres und statischeies Verfahren als 
der Tintenstrahldruck, und daher fund Merkmale, dig porma- 
lerweisc bcim TmterisiraMdruck wichtig sind, wie Polymer- 
viskositat, OberfiScbenspannung und Benetzungswinkel, 
weniger kritisch oder sogar irrelevant Beam Tintenstrahl- 
druck ist es oftmals notwendig, Beoetzungsmittel und/oder 
Mittel zur Anderung der Viskosit&t den Untcnlosungen zu- 
zugeben, urn zu crmoglichen, daS dieselben durch das Hn- 
tenstrahlverfahren aufgebracht werden, Bei der vortiegen- 
den Erfindung besteht viel werriger die Notwendigkeat, das 
Material selbst zu verSndern. 

Das Verfahren wild hier so beschrieben, dafi aktive Pixel- 
berekhe innerhalb einer org anise hen lichtenrittierendeo 
Einrichtung gebildet werden, aber es wild bernerkt, dafi an- 
dere Anwendungen moglich sind. 

Es ist zu erwarten, dafi das als Ldsung handhabbarc Mate- 
rial aus der Pipette mat eaner Geschwindigkeit von werriger 
als 3 m/s und vorzugsweise weniger als 1 m/s austritt Die 
Pipetten sind vorzugsweise vertikal oberhalb des Substrate 
angeordnet, obwohl sie auch unter einem Winkel angeord- 
net sein konnten, Bei der zweckmfiBigen Anordnung ist das 
Substrat in einem Abstand von distalen Ende der Pipette an- 
geordnet, der ausreicbend klein ist, so dafi der Tropfen, der 
vom distalen Ende der Pipette freigegeben werden sol], in 
Kontakt mit dem "Ausbreitungsbereich" auf dem Substrat 
stent, bevor er die Pipette verlSBt, so dafi die Benetzungs- 
spannung beim Erzeugen einer Kraft zum "Herausziehen" 
des Tropfchens auf das Substrat eine Rolle spielt 

Das aus den Pipetten fteigegebene \folumen kann leicht 
durch die Abmessungen der Pipette und die Zeit und den 
vom VorratsbehSlter ausgettbten Druck eingestellt werdea 
Es konnen vorhandene automatisierte prizise Mikro-Pipet- 
tieranordnungen verwendet werden, welche hSufig in der 
bio/phannazseutischen Wissenschaft Anwendung finA»n 
wenn sie geeignet modifiziert werden. Eine Steuerung des 
Aiifbringverfahrens kann durch die Konzentration des als 
Ldsung handh a b baren Materials, die Menge der ausgegebe- 
nen Losung, die Benetzung des Substrata liber die aktiven 
Pixelbereiche und das Banktrennmaterial erreicht weiden. 
GrundsStzlich ist das Verfahren viel billiger als der Tinten- 
strahldruck und ermaglicht ednen viel haheren Diirchsatz. 
Obwohl die Auflosung der aktiven Pixdbereiche, die durch 
das erfindungsgcmaBe Verfahren gebildet werden, nicht so 
fein sein konnte, als es nrit Untenstrahldruck moglicb ware, 
tlberwiegen dennoch die Aferteile die Nachteile fur Einrich- 
tungen mit grofieren "Ausbreitungsbereachen". 

Andere bevorzugte, jedoch nicht wesentliche Merkmale 
unterscheiden das hier beschriebene Vferfahren vom Unten- 
stra hl ri m ck. Die trier angewendete Tropfengrdfie ist grofier 
als bei einem typischen Unions trahlverfahreo, und bei der 
beschriebenen Ausfutongsform liegt die QuerschnittsflM- 
che derBohrung imBereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm 2 . 

Bei dem hier beschriebenen Aufbringverfahren weiden 
Tropfchen nicht wie beim Untenstrahldruck ausgespritzt, 
sondern die Ausgabe aus den Pipetten erfblgt varwiegend 
unter dem Einflufi der Benetzungsspatmung durch den Kon- 
takt nrit dem Substrat. So werden Tropfchen in besser steu- 
erbaier Wedse aufgebracht 

Bei dem hier beschriebenen Vferiahren ist es mbglich, dafi 
die Tropfchengrofic so gehalten wird, dafi jeder aktive Pixel- 
bereich nur durch cinen Tiopfen gebildet werden kann, aber 
es wird bernerkt, dafi eine Anzahi von Trdpfchen erforder- 
lich sein kann. 

Die hier beschriebenen Verfahren haben ednen weiteren 



groBen Vbrteil gegentiber dem Tmtemtahldruck, indem sie 
nicht einen komplizierten Imtenstrahlkopf erfordern, wel- 
cher sehr emschrSnkende Anforderungen fur die statischen 
und dynamischen Losungseigenschaften stellt, wie Viskosi- 
5 tat, TYocknen, Benetzungswinkel rrrit der Diisenplatte, Ober- 
flachenspannung, Zusetzen der Tintenstrahldiisen, verwend- 
bare Losungsmittel fllr den Tmtenstrahlkopf und dergL 

Zum besseren Verstandnis der Erfindung, und urn zu zei- 
gen, wie dieselbe ausgeftthrt werden karm, wird tediglich 
10 beispielhaft auf die Figuien Bezug genommen. Bs zeigen: 

Fig. 1 eine statische Darstellung des Grundgedankens der 
Erfindung; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Aufbringens bei 
Verwendung eaner edrudgen Pipette; 
15 Fig. 3 eine schematische Darstellung des Aufbringens bei 
Verwerxiung einer lincaren Anordnung von Pipetten; 

eine Draiifsicht auf eine Anordnung von Pipetten; 
Fig, 5a und 5b Draufsicht bzw. Sedtenansicht einer An- 
ordnung fur mehrrarbiges Aufbringen; 
20 Fig. 6 eine andere Anordnung fur mehrfarbiges Aufbrin- 
gen; 

Fig. 7 eine Darstellung des schrittwedsen Bewegens einer 
Pipettenanordnung; 

Fig. 8a und 8b eine Darstellung der Wirkung der "Bank"; 
25 Fig. 9a bis 9d eine Darstellung von zweischichtieen 
^ankBn w ; 6 

Fig, 10 eine Draufeicht auf das Substrat vor dem Aufbrin- 



Fig. 11 eine Anzahi von mdglichen unterschiedlichen 
30 Bankfbrmen; 

Fig, 12 eine Darstellung einer altemativen Substratform; 

Fig. 13 eine schematische Darstellung eines OLED. 
Der der Erfindung zugrundeliegende Grundgedanke be- 
35 steht darin, eine Anordnung von Pipetten zu verwenden, um 
eine gemusterte Anordnung von Tropfchen einer Losung ei- 
nes Materials aufzubringen, das aus irgendeanern als L6sung 
handhabbaren organischen Halbleiter oder Leiter besteht 
Fig. 1 zeigt den Gnmdgedanken. In Fig. 1 ist mit 2 das Sub- 
40 strat fiir eine organische Einrichtung bezeichneL Wie in der 
Technik bekannt, kann das Substrat aus Glas oder Kunst- 
stoff gebildet werden, es ist jedoch nannalerweise duich- 
sichtig oder im wesentlichen durchsichtig. Das Substrat 2 
trSgt eine Anzahi von ersten Bektrodenbereichen 4, die in 
45 Form von langgestreckten Streifen auf dem Substrat 2 var- 
gesehen sind. Die Elektrodenbereiche 4 konnen aus Indium- 
zinnoxid (TTO) gebildet werden, wodurch Anodenbereiche 
mr einzelne Pixels der Emrichtung ausgebildet werden. Die 
Elektrodenberedche 4 konnen unter Anwendung irgendedner 
» bekannten Technik geformt werden. 

IMe Hektrodenbereiche 4 weiden durch eine "Bank" ei- 
nes isolierenden Films 6 voneinander getrennt, die selbst ge- 
formt oder gemustert sind, um Wannen 8 zu bilden, deren 
Boden in Kontakt mit den Elekhrxkohereichen 4 der Ein- 
S5 richtung stehen. Die Formung der Bank kann durch irgend- 
eine bekarmte Technik erfolgen, wie Siebdruck, Fotolitbo- 
grafie, MikrokOTtaktdruck und dergL Altemadv kann die 
Bank selbst durch \feweodung von in Redhe angeordneten 
Pipetten mit dem bier beschriebenen selektiven Aufbring- 
60 verfahren aufgebracht werderL So kann das Aufbringen der 
Bank als Vorstufe unter Verwendung einer Mordnung von 
Pipetten d^hgefuhrt werden, gefolgt von einem anschlie- 
Benden Schritt des Aufbringens des als Losung handhabba- 
ren organischen Halbleiters oder Letters. 
65 Eine Anzahi von Pipetten 10 ist dargestellt, deren jede nrit 
emer entsprechenden Wanne 8 ausgerichtet ist Die Pipetten 
10 sind fiber eine Leaning 12 mit einem Mxratsbehaiter 14 
verbunden, der eine aufeubringende Losung enthalt In Hg. 
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1 ist zwar one Anzahi voo Pipetten 10 dargestellt, deren 
jede mit entsprecbenden Wannen 8 ausgerichtet und nrit ei- 
nem gemeinsamen MxrratsbehSltcr 14 Ubcr eine gcme in- 
same Leitung 12 verbunden ist Es sind jedoch mehreie an- 
dere Anordnungen mflglich, wie im fblgenden beschrieben 
wild. Die Anordnung gemSB Hg» 1 wild nur verwendet, urn 
das Prinzip dcr Erfindung zu erlflutern. 

Das Substrat ist vorzugsweise eben (vor dem Aufbringen 
der Bankbereiche) und horizontal angeordnet, waJucod die 
Pipetten im wesentlichen vertikal angeordnet sind Dies 
tragt zur Erzielung einer gleichf&rnigen Filmdicke Ubcr die 
Aushreitungsbereiche bei, die zwischen den Banktren- 
nungsbereicben gebildet rind 

Die Anordnung gemSB der Erfindung errooglicht das Auf- 
bringen voo Flecken von Losungstropfen 16 in kontrollier- 
ter Weise in die Wannen 8. 

Es wird zwar der Ausdruck Pipette durchwegs zur Be- 
schreibung der Tfeile 10 benutzt, es ist jedoch zu bemerken, 
dafl i diese Teile die Form von langgestreckten hohlen Rohren 
besitzen, die das Auftropfen einer Losung unter der Wir- 
kung dor Schwerkraft von einem nrit dem VbrratsbehaltH' 14 
verbundenen entrernten Ende des Ronrs zum distalen End© 
des Rohrs nahe den Offinmgen der Wannen 8 ermoglichL 
Andere Teile, die zur Verwirklichung der Pipetten 10 ver- 
wendet werden konnten, kdnnten beispielsweise Mikropi- 
petten, Spntzen, vorstehende Dusen, hohle Nadeln und 
dergL scan. Die Bohrungen kSnncn komsch oder zylindrisch 
sein. Bei der bcschriebenen Anordnung hat die Bohrung der 
Pipetten 10 eine QaerechnittsflSche im Bereich von 
0,001 mm 2 bis 10 mm. Bed der bevorzugten Anordnung bar 
ben die Pipetten eine kreisfornrigc Bohrung und der Durch- 
messer ist vorzugsweise grfSBer als 50 pm und besser noch 
grofier als 200 um Bin Durchmesser von 50 urn entspricht 
der Qierschnirtsteche von etwa2000um 2 , und ein Dumb- 
er von 200 urn entspricht einer Querschmttsflache von 
31 400 pm* Bei der vorliegenden Erfindung brauch- 
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bare Kpettenanordnungen sind auf dem p harmaTi »iiriscben j 
bio- und biotechnischen Gebiet bekannt und weiden daher 
hier nicht im Etnzelnen beschrieben, obwohl AMnderungen 
notig sein kQnnen, urn eine Optimierung cterlbchnik fur die- 
sen Zweck zu enndglichen. Hotzdem wird bemerkt, daB sie 
aus Glas, Metall, Kunststaff oder Keramik oder tatsSchlich 
aus irgendeinem geeigneten Material hergestellt werden 
kannen, das mit dem als Losung handhabbaien oxganischen 
Material, das aufgebracht wird, vertrflglich ist 

Die Bank 6 spdelt eine wicfatige RoULe, urn zu verhindern, 
daB sich IAungstrfipfchen 16 ausbieiten, und urn die Benet- 
zung zu steuern. ObwoM es grunds fetich moglich ist, die 
Erfindung ohne Verwendung eines Substrats mit einer vor- 
her aufgebrachten Bank zu verwuilicben, vezbessert das 
Vorhandcnscin einer Bank wShrend des Aufbringens die 
Lei stung der fertigen Einrichtungen. Die Bank oder ein Teil 
der Bank kann nach dem Aufbringen entfernt werden, so 
daB sie am fertigen Produkt nicht oder nur teilweise vorhan- 
denist 

Die Wahl der Bankdicke ist wichtig, urn die aufgebrach- 
ten Tiopfchen 16 richtig innerhalb des Aufliringbereichs zu 
halten, ohne die Bank zu tiberfluten. Eine Dicke t von 
0,5 pm, vorzugsweise 5 pm oder daruber und noch besser 
10 pm oder dartiber eigibt eine annehmbare Wlrkung. Die 
Benetzungseigenschaften do* Bank 6 mflssen ebenfaUs be- 
rikksichtigt weiden, so daB wenigstens der obeze Teil einer 
Bank nicht leocht durch die LBsung benetzbar ist Beispiel- 
hafte Fonngebungen der Bank werden ausfUhriicher im fol- 
genden erlSuteit 

Die Bank kann ledcht mit hohem Duichsatz und billig 
durch Siebdiuck aufgebracht und gemustert oder geformt 
weiden. Andere Verfahren umfassen Dbliche Aufbringung 



(Spin, Schneide, Memskus, SprUhen, Beschicfaten und 
dergL) zusammen mit fotolithografiscben Formen oder Mu- 
stem. Eine andere Alternative ist der Mikrokontaktdruck, 
Eine weitere Alternative ist die Verwendung eines Pipetten- 
5 aufhnngvezf ahiens, wie es hier beschrieben wird. Materia- 
lien fur die Bank sind vorzugsweise oarganische Isoliermate- 
rialien, z. B. Folyimid, kOnn ten jedoch anorganisch sein. 

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer Anlagc, die 
eine einzige Pipette 10 verwendet Die Pipette 10 steht in 
10 VeAindung nrit dem Vxratsbehailer 14 iiber die Leitung 12. 
Eine Relarivbewegung ist zwischen dem Substrat 2 und der 
Pipette 10 voigesehen, die entweder cine Bewegung der Pi- 
pette 10 seillich bezQglich des Substrata ermfiglicht, wie 
durch den Pfedl A bezeichnet, odesr indem eine Bewegung 
15 des Substrats 2 seitlich bezQglich der Pipette 10 bewirkt 
wird, wie dutch den PfeilB oder beide Pfeile A und B ange- 
geben ist Um eine Bewegung der Pipette 10 zu enndgli- 
chen, kann die Leitung 12 flexibel sein. Altemativ kann die 
Leitung 12 starr sein und die ganze Pipettenanordnung, wel- 
20 che die Pipette 10, die Leitung 12 und den Vbrratsbehalter 
14 umfafit, kann beweglich ausgeftihit sein, Mit 18 ist ein 
Ausgabemechanismus bezeichnet, der unter der Steuerung 
einer Steuereinrichtung 20 betfitigbar ist Dcr Ausgabeme- 
chanismus kann unter Druck oder auch von Hand oder auch 
25 automatisch betStigt werdea Obwohl der Ausgabemecha- 
nismus am Boden des \famtsbehSlters dargestellt ist, ist 
dies nur zu schematischen Zwecken gewahlL Der Ausgabe- 
mechamsmus kann an irgendeiner geeigneten Stelle in der 
Pipettenanordnung angeordnet werden. 
30 Fig. 3 zeigt das Aufbringen unter Verwendung einer line- 
aren Anordnung 22 von Pipetten 10. Die lineare Anordnung 
umfafit eine Platte, die in Flg» 3 in Seitenansicht gezdgt ist 
undauf ihrer Unteiseite eine Anzahi von OfPnungen 24 auf- 
wedst durch die die Pipetten 10 vorragen. Bei der Anord- 
nung der Jig. 3 ist eine dnzige Reihe vot Pipetten 10 in der 
Platte 22 voigesehen. Die Platte 22 hat Bohrungen 26, die 
ein Kommunizieren der Pipetten 10 nrit dem \forratsbehaiter 
14 ermflglichen. Die lineare Anordnung und/oder das Sub- 
strat 2 kOnnen sich in der x-y-Ebcne entweder in der x- oder 
40 in der y-Richtung bewegea 

Fig. 4 zeigt eine zweidimensionale Anordnung 28 von Pi- 
petten in Draufsicht auf ihre Unterseite. Obwohl in Fig* 4 
nicht ersichtlich, ist klar f dafi die Pipetten 10 aus der Unter- 
seite dcr Anordnung 28 vorragen und in x- und y-Richtung 
45 regehnflfiig angeordnet sind. Bei einer zweidimensionalen 
Anordnung der in Fig. 4 gezeigten Art konnen die Pipetten 
10 mit den erforderiichen Aufbringbeieichen auf dem Sub- 
strat 2 ausgerichtet sein, und die Musterung kann so in ei- 
nem Ein-Schritt- Verfahren stattfinden. FOr die Anordnung 
50 einer einzelnen Pipette oder einer lineazen Anordnung ge- 
mi_8 Fig, 2 und 3 ist dagegen eine Relarivbewegung erfor- 
derlich, wie bereits edfiutert. Es kann ein weiter Bereich von 
legelmiLBigen oder unregelmiLBigen Pipettenanordnungen 
mit oder ohne Verwendung von Fortschalt- und Wiederho- 
SS lungsbetfiligungen ins Auge gefafit werden. 

Fig. 5a und 5b zedgen eine Anordnung von Pipetten 30 ftlr 
mehrferbiges Aufbringen. Das heiBt, die Anordnung der Pi- 
petten ist derart, daB sie jeweils nrit Aufbringbeieichen aus- 
gerichtet werden konnen, die aus verschiedenen Polymeren 
» herzustellen sind, welche licbtenrittierende Eigenschaften 
bei jeweils unterschiedlichen Wellenlangen besitZKL Die Pi- 
petten sind mit 10r, lOg und 10b bezeichnet, um die Ibtsa- 
che anzugeben, daB sie jeweils rot, grOn bzw. blau emittie- 
rende Polymere zufilhren. Sie sind jeweils nrit unterschied- 
65 lichen Vbcratsbehflltam l^fr, 14g und 14b zur Zuflihrung die- 
ser jeweils unterschiedlichen Polymere verbunden 

Fig. 6 zeigt eine andere Anordnung, bei welcher drea li- 
neare Rcihen 32, 34 und 36 zur jeweiligen Zufilhrung dcr 
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unterscMedliches Licht enrittierenden Bolymere vorgesehen 
sind. 

Das den Fig. 5 a, 5b und 6 zugrundeliegende Prinzip kann 
auch auf das Aufbringen anderer Polymere in der gleichen 
Richtung ausgedehnt werden, z. B. leitende Polymere zur 
Bildnng von T adungatran gp"rt»chi chten « 

Fig. 7 zeigt, wic cine linear© Anordnung 22 der in Pig. 3 
gezeigten Art mit einer kleineren Anzahl von Pipetten als 
der Anzahl von aufgebraehten Bereichen, die bed der ferti- 
gen Einrichtung erfordedicfa sind, verwendet werden Warm 
indem die Anordnung 22 schrittweise in x- und y-Richtung 
versetzt wird Die gestrichcltcn Iinien bczeichnen zukttnf- 
tige Lagen der Anordnung 22, da sie mehreren Schritten 
liber dem Substrat unterworren wird. 
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daS ein einziges Iropfchen 16 der Losung flber die Pipette 
10 auf den Aufbringbereich an jeder Stelle der Pipette 10 
bzw. der Anordnung 22 getropft wird. Es ist jedoch durch- 
aus mflglich, mehrere Schritte vorzunehmen, urn mehr als 
ein Iropfchen an einer Stelle aufzubringen. Es ist ferner 
mdglich, eine knntimjierliche oder halbkontinuierliche Strd- 
nuing aus der Pipette 10 anzuwenden, wenn dies mit einer 
Bewcgung der Pipetten 10 relativ zum Substrat 2 kombiniert 
wird Dies ist beispielsweise besonders brauchbar zur Her- 
stellung von linear gemnsterten Bereichen mit linear gemu- 
sterten Banken. Beispielsweise ist das Mustem von ver- 
scMedenen roten, grunen und blauen Polymeren in Streifen 
fur LEPs oder gemustertes fluoreszierendes Material mflg- 
lich, Ferner ist es moglicn, Farbfilter fur LCD-Displays in 
dieser Weise zu mustern. 

Fig. 8a und 8b zeigen die Wiikung der Bank 6. In fig. 8a 
ist ein Iropfchen 16 flber dem linkesten Aufbringbereich 
dargestellt, bevar es den ITO-Beredch 4 beruhrt Rechls da- 
von ist dargestellt, was passiert, wenn das Iropfchen mit 
dem rrO-Bereich 4 in Berunrung kommt, dh., es ist zwi- 
schen den Wan den der Bank 6 auf beiden Sei ten der Wanne 
8 ewgeschlossea 

Nach einem Irocknungsvorgang erscheint die Einrich- 
tung, wic in Fig. 8b gczeigt Das heiBt, das Iropfchen 16 ist 
getrocknet, urn ScMchten 38 uber den TTO-Bereichen 4 zu 
Widen. Diese Schichten 38 sind dunne Furnschichten der 
Losing, die durch die Pipetten 10 auf getropft warden sind 
Die "Ebenheit" der dflnnen Hlmschichten 38 wird durch Be- 
achtung der Lbsungseigenschaften, der Substrat-Benet- 
zungseigenschaflen, der Bank-Benetzungseigenschaften 
und der Ebenheit des Substrata gesteuert. 

fig. 9a bis 9d zeigen ein Substrat mit einer zweiscMchten 
Bank, wobei die erste Schicht mit 6a und die zweite Schicht 
mit 6b bezeichnet ist Die erste Schicht 6a kann somit aus ei- 
nem Material nrit ghnlichen Benetzungseigenschaften wie 
Ihdiumzinnoxid gewanlt werden, das fur die Elektrodenbe- 
reiche 4 verwendet wird Die zweite Schicht 6b kann ihre 
die Wanne 8 bildenden Bander wegweisend von den Ran- 
dern der ersten Schicht 6a aufweisen. Eine Anzahl von ver- 
scHedenen Randan oidnungen sind in den Fig. 9a, 9b, 9c 
und 9d dargestellt Dies crmoglicht, dafi die H5he der zwei- 
ten Schicht 6b ohne unzulassige Beeinflussung der Benet- 
zungseigenschaften direkt neben der mdiumzinnoxid- 
Schicht vergrofiert wind, wobei diese durch die dilnnere 
Schicht 6a, das FIX) und die Losungseagenschaften gesteuert 
wird Die zweite Schicht kormte beseidgt werden, so dafi sie 
im fertigen Produkt nicht vorhanden ist 

Fig* 10 ist eine Draiifiricht, die klarer darstellt, wie die 
Bank 6 Ofrnungen oder Wannen 8 bildet, urn aktive Berei- 
che p fur die Einrichtung festzulegen. Mit 4 sind die Streifen 
des EDO bezeichnet wieoberx, 

fig. 11 zeigt eine Anzahl von mdglicben Bankformen. 
Diese Formcn konnen zu einer zwcischichtigen Struktur 



kornbimert werden, wie in den Fig. 9a bis 9d gezeigt 

Fig. 12 zeigt eine alternative Substrarform vor dem Auf- 
bringen. Bei der Anordnung der Fig. 12 sind die ITOsStrei- 
fen 4 sich seitlicfa erstreckend dargestellt, wobei sich der 
5 BanksUeafen 6 quer zu den nO-Streifen 4 erstreckt Dies er- 
mdglicht eine Bewegung der Pipette 10 lings der zwischen 
den Banken 6 erzeugten Wanne, um Losung in einer konti- 
nuierlichen oder halbkontinuierlichen Strfimung aufzubrin- 
gen. Nach dem Aufbringen der Losung und Trocknen zur 
10 Erzeugung eines Films 38 kann eine Kathode aufgebracht 
werden, um das fertige Produkt zu erzeugen, das in Fig. 13 
dargestellt ist Die Kathode kann beispielsweise aus Alumi- 
nium oder einer Doppelschicht von Aluminium und Kal- 
zium oder aus irgendiinem fur organische LEDs verweode- 
15 ten Kathodenmaterial bestehen. So hat bei der fertigen Ein- 
richtung der Fig. 13 die Hchtenrittierende Einrichtung eine 
Struktur, die aus einem Substrat 2, einer Anzahl von Indfi- 
umzirmoxM-Streifen 4, welche sich seitlich erstrecken, und 
einer Anzahl von Bankstreifen 6 besteht, die sich quer zu 
20 den Indiurnzinnoxid-Streifen 4 erstrecken. Zwischen den 
Streifen 6 ist ein dttnner Film aus einem lichtermnierenden 
Polymer 38 gebildet, der das Ergebnis eines Irocknungs- 
schrittes nach dem Aufbringen des als Losung handhabba- 
ren Materials mit Verwcndung der Pipette 10 ist Der dOnne 
25 Him 38 liegt tiber den Indiumzinnoxid-Streifen 4 und bildet 
daher aktive Pixels p in den t)berlappungsbereichen . Die 
Kathode 40 flberdeckt die Einrichtung. Wenn ein elektri- 
sches Feld zwischen den Indiurnzinnoxid-Streifen und der 
Kathode 40 angelegt wird, werden Laxiungstrager entgegen- 
30 gesetzter Art von dem ITO bzw. der Kathode in die licfate- 
mittierende Schicht 38 injiziert Diese Ladungstrager re- 
kombimeren und zersetzen sich strahlend, um das Aussen- 
den von licht zu bewirken. 
Das \ferfahren ist zwar mit Bezug auf die Herstellung von 
35 OLEDs beschrieben warden, es wird jedoch bemerkt, daB 
auch andere aktive optische, elektxonische oder opto-elek- 
tramsche Rinrichtiingen heigestellt werden konnen, bei- 
spielsweise mefarfaitrige und/oder RGB-Einricntungen, ge- 
musterte LEPs oder Fluoreszenzfilter, aktive oder passive 
40 Matrizen, Dioden und Fotodioden, Trioden, Optokoppler, 
fotovoltaische Zellen, Durmscrnchtrransistoren und dergL 
Diesen Einrichtungen ist gemeinsam, daB sie werrigsteos 
eine gemusterte aktive organische Halbieiter- oder Leiter- 
schicht cnthalten. 
45 Die Anordnung wird vorzugswedse nrit einem steuerbaren 
Tropfenabgabemechani smns verwendet, der in der Lage ist, 
steuerbare Mengen der Losung auf das Substrat auszugeben. 
Jede Pipette kann einzeln steuerbar sein. 

Wahrend die hier beschriebene OLED-Struktur mit einem 
» im wesentlichen durchsicfatigen Substrat 2 mit vorgemuster- 
ten Elektrodenbereichen von IIO beschrieben wurde, ist zu 
bemerken, dafi auch andere Aufbauten rnoglich sind Bei- 
spielsweise und nicht einschrankend ist es rnoglich, leiten- 
des Zinnoxid oder Metall oder Legierungen als die vorge- 
SS musterten Elektroden zu verwenden. Alternativ kann die 
Kathode am Boden der Anordnung aufgebracht werden start 
auf der Oberseite, wie in Fig. 13 dargestellt 

Substanzen, die errmdungsgem9fi aufgebracht werden 
konnen, umfassen die fblgenden: 

» 

a) leitende Polymerc, wic Pdlyanilin (PANI) und Deri- 
vale, Polythiophene undDerivate, Polypyrroi und De- 
rivate, Pdlyemylerxhoxythiophen; dotierte Formen all 
dieser Substanzen und msbesondere mit Polystyrol- 

« SulfonsSure dotiertes Pblyemylendioxytmophen 
(PEDT/PSS); 

b) als Losung handhabbare Molelojlarverbindungen 
einschliefllich Srnro-Vexbindungen, wie sie z. B. in EP- 
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A-0 676 461 beschrieben sind; 

c) als L6sung handhabbare, Ladung transportierwidc 
und/oder lmnineszicfTOde/eleklroluminesziera^ Po- 
lymery vorzugsweise konjugierte Pblymere, wie: Po- 
lyphenylene und Derivate, Polypheny lenvinyLene und 5 
Derivate, Polyfluorene und Derivate, THaryl enthal- 
tcndc Polymerc und Derivate, Mrifrferpolymete in 
verschiedenen Formeti, Copolyrnere (cinschlicBlich 
der oben benannten Polymerklassen), allgemein stati- 
stische und Blockcopolymere, Polytnere mit der akti- 10 
ven (Lfidung transportierenden und/oder lumineszie- 
renden), als Stitengruppen an der Hauptkette ange- 
brachten Sorten, Hophene und Derivate und dergL; 

d) andero anaiganiscne Wibindungen, z. B. als L6- 
sung handhabbare organometallische Vbriauferverbin- is 
dungen zur Herstcllung von Isolatoren Oder Leitern. 

In diesem Zusammenhang ist ein als Losung handhabba- 
res Material eines, das nach Irocknung eine endgultige sta- 
bile Form erzeugt, die vorzugsweise optisch/elektronisch/ 20 
optoelektronisch aktiv ist So sind Losungen, die nach dem 
Trocknen ihre endgultige Form eneichen, eingeschlossen 
wie auch Losungen eines \brlauferpolymers, das nach dem 
Trocknen in die endgultige Form des Polymers sich umwan- 
delt Eine Weise, in der das als Losung handhabbare Mate- 25 
rial seine endgultige Form erreichen kann, ist die \fendamp- 
fung von LdsungsmitteU woduzch ein fester geloster Stoff 
zurflckbleibt Dies karm erreicht werden, indem das Material 
getrocknet wird oder indem man es bei KTP (Zimmertempe- 
ratur und -dnick) trocknen lafit Naturlich kann eine Hock- 30 
nung durch sich selbst mcht ausreichend sein, urn das als 
Losung handhabbare Material in seinen endgultigen stabilen 
Zustand umzuwandeln, in welchem Fall weitere Schritte 
vorgesehen werden kfinnen, urn die notwendige Anderung 
in der chemischen Zusammensetzung des Materials zu be- 35 
wirken. 

Das hier beschriebene Aufbringverfahren ist insbeson- 
dere branchbar fur Inline- VerBrbeitung zum Aufbringen ei- 
ner Anzahl von verschiedenen Substanzen. Das heiBt, ein 
Substrat kann kontinuierlich oder schrittweise zwischen ei- 40 
ner Anzahl von verschiedenen Bohrungsanordnungen zum 
Aufbringen von verschiedenen Materialien fur (fie Bildung 
unterscbiedlicher Schichten bewegt werden. 

Patentanspruche 45 

L Verfahren zum selektiven Aufbringen eines als La- 
sung handhabbaren organischen Materials, welches 
umfafit; 

Aufbringen des Materials durch eine langgestreckte 50 
Bohrung von einem in Verbindung mit einem \forrats- 
behSlier dieses Materials stehenden emfemten Endezu 
einem distalen Ende nahe einem Substrat zur Auf- 
nahme dieses Materials, wobei die ZufUhrung des Ma- 
terials so gesteuert wird, dafi es das distale Ende unter 53 
der Wirkung der Schwerkraft oder der Benetzungs- 
spannung oder einer Kombination derselben infoige 
des Kontakt8 zwischen diesem Material und dem Sub- 
strat veriflBt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bed welchem die we- 60 
nigstens eine Bohrung in Verbindung mit dem Vorrats- 
behalter uber einen flexiblen Schlauch stent, urn eine 
Bewegung der Bohrung bezflglich des Substrata zu er- 
mSglichen, so dafi eine selektive Aufbringung in vor- 
bestimmten Bereichen des Substrats ermflglicht wird. 65 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die lang- 
gestreckte Bohrung einen Tfeal einer Bohrungsanord- 
nung bildet, die den Vbrratsbehfllter einschliefit und be- 
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zflglich des Substrats beweglich ist, urn das selektive 
Aufbringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats 
zu errntfglichem 

4. "verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das Sub- 
strat bezflglich der wenigstens einen langgestreckten 
Bohrung beweglich gelagert ist, urn das selektive Auf- 
bringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats zu 
ermoglichem 

5. Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die Boh- 
rungsanordnung aus einer Anordnung in Farm einer 
Platte besteht, die eine Anzahl von Offbungen besitzt, 
deren jede mit einer entsprechenden vorstehenden 
langgestreckten Bohrung in Verbindung stent, wobei 
die Ofmungen eine \ferbindung der Bohrungen mit 
dem VbrratsbeMlter ermdglichen. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, mit wenigstens drei 
langgestreckten Bohrungen in \farbindung mit jeweils 
untsrscmedlichen \farratsbehalteni zur ZufQhmng von 
unterschiedlichen Materialien zu vorbestimmten Berei- 
chen des Substrats, wobei die unterschiedlichen Mate- 
rialien lichtemittierende org anise he Materialien sind, 
die Lieut von unterschiedlichen WellenlMngen emittie- 
ren kflnnen. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem das Substrat ein vorgef ormtes Muster 
von Irennmaterial zur Bildung vorijestirnmler Berei- 
che tragt, in denen das selektive Aufbringen stattfinden 
soli 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei welchem ein Elek- 
trodeamiaterial in den voibestimrnten Bereichen vorher 
auf gehracht werden ist. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
ch©, bed welchem die Querschruttsflache der Bohrung 
im Bereich von 0,001 mm 3 bis 10 mm 2 liegt 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem der Abstand zwischen dem Substrat 
und dem distalen Ende der langgestreckten Bohrung 
weniger als 10 mm betragt 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die Geschwindigkeit des Aufbrin- 
gens des Materials uber die langgestreckte Bohrung 
weniger als 3 m/s betragt 

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die vorbestimmten Bcreiche eine ma- 
ximale Abmessung von mehr als 50 umbesitzen. 

13. Verfahren zum Herstellen einer optischen, elektro- 
mschen oder optoclektronischen Einrichtung, welches 
umfafit: 

(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbe- 
stimmten Musters von liennrnaterial zur Bildung 
von voirjestimmten Bereichen fur das darauffol- 
gende Aufbringen eines als Losung handhabbaren 
Materials; 

(b) Aufbringen eines als Losung handhabbaren 
Materials in den venbestimmten Bereichen durch 
Zufunren des Materials von einem in Verbindung 
mit einem Vorratsbehaltcr dieses Materials ste- 
henden entfernten Ende einer langgestreckten 
Bohrung zu einem distalen Ende dieser Bohrung 
nahe den vorbestimmten Bereichen, 

wobei die Zufubrung des Materials derart gesteu- 
ert wird, dafi es das distale Ende unter der 'Wir- 
kung der Schwerkraft oder der Benetzungsspan- 
nung oder einer Kombination dieser beiden mit- 
tels des Kontakts zwischen dem Material und dem 
Substrat vexiiLBt; und 

(c) Durchftlhrung eines TVocknungsschrittes, 

14. Verfahren nach Anspruch 13, welches vor dem 
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Schritt (a) den Schritt des Ausbildens anfdem Substrat 
einer Anzahl von ElekUDdenbemchen umfaflt, die in 
den vorbestimmten Bertichen freiliegen. 

15. Verfahrcn nach Anspruch 14, bei wclchem die 
Elektrodenbereiche Anod&nbereiche sind und das Vfer- 5 
fahren einen weiteien Schritt des Aufbringens einer 
Katnodenschicht nach dcm Irocknungsschritt umfafiL 

16. Verfahrcn nach Anspruch 13 p 14 oder 15, bei wel- 
chem das als Lttsung handhabbaie Material ein lichte- 
mittierendes orgamsches Material ist 10 

17. Verfahrcn nach Anspruch 1 oder 13, bei welchem 
das Material in Kontakt mil dem Substrat gebracht 
wird, wShrend das Material noch in Kontakt mil dem 
distalen Ende der Bohrung steht 

18. Verfahrcn zum Hcrstellen einer aktiven Xompo- \5 
nente fur eine optische, clektronische oder optoeiektro- 
nische Einrichtung unter Anwendung des \erfahrens 
nach Anspruch 1 oder Anspruch 13. 
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